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[57]申請專利範圍
1.　一種結合材料粒子於石墨烯-半導體基材表面之光化學方法，係包含：提供一石墨烯-半
導體基材，該石墨烯-半導體基材包含一半導體基板及一石墨烯片，該石墨烯片係結合於
該半導體基板之表面；將該石墨烯-半導體基材放置於一流體中，該流體包含一材料粒子
前驅物；及以一光源照射該石墨烯-半導體基材，直至該材料粒子前驅物還原或氧化以形
成一材料粒子並結合於該石墨烯片表面，其中，該光源之波長與能量範圍符合或涵蓋該

半導體基板之能隙及能階。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之結合材料粒子於石墨烯-半導體基材表面之光化學方法，其
中，該石墨烯片係以化學氣相沉積法搭配濕式轉移法製備而得。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之結合材料粒子於石墨烯-半導體基材表面之光化學方法，其
中，該半導體基板之材質為二氧化鈦或氧化鋅。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之結合材料粒子於石墨烯-半導體基材表面之光化學方法，其
中，該石墨烯片係為單層或多層石墨烯。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之結合材料粒子於石墨烯-半導體基材表面之光化學方法，其
中，該石墨烯片係為三層石墨烯。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之結合材料粒子於石墨烯-半導體基材表面之光化學方法，其
中，該材料粒子之材質為金屬、合金或金屬氧化物。

7.　如申請專利範圍第 6項所述之結合材料粒子於石墨烯-半導體基材表面之光化學方法，其
中，該材料粒子之材質為金、銀或二氧化錳。

8.　如申請專利範圍第 1項所述之結合材料粒子於石墨烯-半導體基材表面之光化學方法，其
中，該石墨烯片係以化學氣相結合法搭配濕式轉移法製備而得，該半導體基板之材質為

二氧化鈦，該石墨烯片係為三層石墨 烯，且該材料粒子之材質為金。
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9.　一種半導體結構，係以如申請專利範圍第 1~8項中任一項所述之結合材料粒子於石墨
烯-半導體基材表面之光化學方法製備而得，該半導體結構係包含：一半導體基板；一石
墨烯片，該石墨烯片具有相對之二表面，該石墨烯片係以其中一表面結合於該半導體基

板；及一材料粒子，該材料粒子係結合於該石墨烯片之另一表面。

圖式簡單說明

第 1圖：係本發明石墨烯-半導體基材之製作方法示意圖。
第 2圖：係本發明結合材料粒子於石墨烯-半導體基材之光化學方法機制示意圖。
第 3圖：係本發明第 A1組實驗結果之 SEM影像。
第 4圖：係本發明第 A2組實驗結果之 SEM影像。
第 5圖：係本發明第 A3組實驗結果之 SEM影像。
第 6圖：係本發明第 A4組實驗結果之 SEM影像。
第 7圖：係本發明第 B組實驗結果之 SEM影像。
第 8圖：係本發明第 C組實驗結果之 SEM影像。
第 9圖：係本發明第 D0~D3組實驗結果之 SERS圖譜。
第 10圖：係本發明第 D0~D3組實驗結果之增強因子圖。
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